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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Gaseinlassorgan 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden 
von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesonde- 
re kristallinen Substraten, wobei zumindest zwei Prozess- 
gase getrennt voneinander durch ein Gaseinlassorgan 
oberhalb eines beheizten Suszeptors (16) in eine Prozess- 
kammer (1) eines Reaktors eingleitet werden, wobei das 
erste Prozessgas durch eine zentrale Leitung (2) mit einer 
zentralen Austrittsoffnung (3) und das zweite Prozessgas 
durch eine dazu periphere Leitung (4) mit von einem gas- 
durchlassigen Gasauslassring (6) gebildeten peripheren 
Austrittsoffnung stromt, welcher Gasauslassring (6) eine 
ringformige Vorkammer (8) umgibt. Zur Vermeidung ei- 
ner parasitaren Deposition im Bereich der peripheren 
Austrittsoffnung ist vorgesehen, dass zufolge einer Ke- 
gelstumpf- oder Rotationshyperboloid-Form einer von 
der Vorkammerruckwand (15) gebildeten Gasleitflache 
der dem Suszeptor zugewandte Endabschnitt (6') des 
Gasauslassringes (6) bzw. der radial a u Gere Abschnittder 
die zentrale Austrittsoffnung (3) umgebenden Stirnseite 
des Gasauslassorgans vom zweiten Prozessgas gekiihlt 
wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft zunachst ein Verfahren zum 
Abscheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf ins- 
besondere kristallinen Substraten, wobei zumindest zwei 5 
Prozessgase getrennt voneinander durch ein Gaseinlassor- 
gan oberhalb eines beheizten Suszeptors in eine Prozess- 
kammer eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste 
Prozessgas durch eine zentrale Leitung mit einer zentralen 
Austrittsoffnung und das zweite Prozessgas durch eine dazu 10 
periphere Leitung mit von einem gasdurchlassigen Gasaus- 
lassring gebildeten peripherer Austrittsoffnung stromt, wel- 
cher Gasauslassring eine ringformige Vorkammer umgibt. 
Die Erfindung betrifft ferner ein Gaseinlassorgan fur eine 
Vorrichtung zum Abscheiden von insbesondere kristallinen 15 
Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, mittels 
welchem zwei Prozessgase getrennt voneinander oberhalb 
eines beheizten Suszeptors in eine Prozesskammer eines Re- 
aktors einleitbar sind, mit einer zentralen Leitung mit zen- 
traler, stirnseitiger Austrittsoffnung fur das erste Prozessgas 20 
und mit einer dazu peripheren Leitung mit peripherer Aus- 
trittsoffnung filr das zweite Prozessgas, welche von einem 
gasdurchlassigen Gasauslassring gebildet ist, welcher eine 
ringformige Vorkammer umgibt, deren radiale Weite zu- 
folge einer im Langsschnitt unparallel zur zentralen Achse 25 
verlaufenden Riickwand zum freien Ende des rotationssym- 
metrischen Gasauslassorgans abnimmt. 
[0002] Ein derartiges Gasauslassorgan ist bekannt und 
wird verwendet, um die Reaktionsgase insbesondere fiir ei- 
nen MOCVD-Prozess in eine zylindersymmetrische Pro- 30 
zesskammer einzubringen, durch welche die Prozessgase in 
radialer Richtung stromen, um durch einen die Prozesskam- 
mer umgebenden Ring wieder auszutreten. Um das Gasein- 
lassorgan sind auf dem von unten insbesondere mittels 
Hochfrequenz beheizten Suszeptor planetenartig Substrate 35 
angeordnet, welche mit den Zerfallsprodukten der durch das 
Gaseinlassorgan eingebrachten Reaktionsgase beschichtet 
werden. Die Prozesskammer besitzt im Bereich des Gasein- 
lassorganes bzw. den unmittelbar in Radialauswartsrichtung 
daran angrenzenden Bereich eine Einlasszone, in welcher 40 
die gasformigen Ausgangsstoffe zerfallen. In Radialaus- 
wartsrichtung schlieBt sich an diese Einlasszone eine Depo- 
sitionszone an, innerhalb welcher die Zerfallsprodukte hin 
zum Substrat diffundicrcn, um dort zu cincr cinkristallincn 
Schicht zu kondensieren. 45 
[0003] Bel der bekannten Vorrichtung tritt das zweite Pro- 
zessgas durch die periphere Zuleitung axial in das Zentrum 
der Prozesskammer. Als zweites Prozessgas wird beispiels- 
weise TMG oder TMI zusammen mit einem Tragergas bei- 
spielsweise Wasserstoff verwendet. Das Gas tritt gegen eine 50 
von der im Wesentlichen glockenformig verlaufenden 
Riickwand der Vorkammer gebildeten Prallwand. Der Gas- 
auslassring besitzt kammartige Schlitze, durch welche das 
Gas von der Vorkammer in die Einlasszone der Prozesskam- 
mer stromen kann, um dort vorzerlegt zu werden. Durch die 55 
zentrale Zuleitung treten zusammen mit einem Tragergas 
die Metall- Hydride, bspw. Phosphin oder Arsen in die Pro- 
zesskammer ein. Die zentrale Offnung ist nalie dem beheiz- 
ten Suszeptors angeordnet. Dieses dort austretende Prozess- 
gas stromt durch einen Spalt zwischen der Oberflache des 60 
beheizten Suszeptors und der Stirnflache des freien Endes 
des Gaseinlassorganes. Zufolge der Temperaturstrahlung 
des beheizten Suszeptors kann sich die Stirnflache des Gas- 
einlassorganes aufheizen. Einhergehend damit heizt sich der 
gesamte Quarz-Korper, der den in die Prozesskammer ra- 65 
genden Abschnitt des Gaseinlassorganes ausbildet, auf. Da- 
bei kann insbesondere der dem freien Ende des Gaseinlass- 
organes zugeordnete Abschnitt der Vorkammer bzw. der 
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daran angrenzende Abschnitt des Gasauslassrings Tempera- 
turen erreichen, bei welchen die durch die periphere Leitung 
zugefiihrten metallorganischen Verbindungen von Gallium 
oder Indium zerlegt werden, so dass in diesem Bereich der 
Vorkammer bzw. am Gasauslassring eine Deposition von 
Galliumarsenid oder Indiumphosphid auftritt. Diese parasi- 
taren Despositionen sind nachteilhaft. 
[0004] Wahrend Galliumarsenid bzw. Indiumphosphid 
auf heiBen Oberflachen deponiert, kann es bei einem zu kal- 
ten auBeren Umfangsabschnitt der die zentrale Zuleitung 
umgebenden Stirnflache dort zu Phosphor- oder Arsenkon- 
densationen kommen. Auch dies ist nachteilhaft. 
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrande, MaB- 
nahmen vorzuschlagen, um einerseits einer parasitare Depo- 
sition im Bereich der peripheren Austrittsoffnung und ande- 
rerseits einer Kondensation der durch die zentrale Austritts- 
offnung austretenden V-Komponente am radial auBeren 
Umfangsabschnitt der Stirnflache des Gasauslassorganes 
entgegen zu wirken. 

[0006] Gelost wird die Aufgabe durch die in den Ansprii- 
chen angegebene Erfindung. Der Anspruch 1 schlagt vor, 
dass zufolge einer Kegelstumpf- oder Rotationshyperbo- 
loid-Form einer von der Vorkammerruckwand gebildeten 
Gas-Leitflache der dem Suszeptor zugewandte Endabschnitt 
des Gasauslassringes bzw. der radial auBere Abschnitt der 
die zentrale Austrittsoffnung umgebenden Stirnseite des 
Gasauslassorgans vom zweiten Prozessgas gekiihlt wird. 
Dabei wird der aus der zweiten Zuleitung der Prozesskam- 
mer zuzufuhrende Gasstrom von der Gasleitflache derart 
umgelenkt, dass er sich an der durch die Strahlung des Sus- 
zeptors aufgeheizten Riickwand des in die Prozesskammer 
ragenden Abschnittes des Gaseinlassorganes erwarmt. Die 
dabei abgefiihrte Warme kiihlt den suszeptornahen Ab- 
schnitt der Vorkammer bzw. des Gasauslassringes. Dabei 
kann die Form der Gasleitflache so gewahlt werden, dass die 
Kuhlung nur in dem MaBe auftritt, dass die Temperatur im 
Endabschnitt des Gaseinlassorganes in einem Temperatur- 
fenster gehalten wird, welches nach unten begrenzt ist durch 
die Depositionstemperatur der V-Komponente und nach 
oben durch die Depositionstemperatur der EH-V-Verbin- 
dung. Der Druck in der Vorkammer wird zufolge eines poro- 
sen Gasauslassringes bevorzugt groBer gehalten, als der Pro- 
zesskammerdruck. Die Verwendung eines porbsen Gasaus- 
lassrings hat zudcm gcgcniibcr dem kammartigcn Gasaus- 
lassring den Vorteil, dass sich hinter den Kammzinken keine 
Wirbel bilden, die einer parasitaren Deposition forderlich 
sind. Besteht das Gasauslassorgan bspw. aus einer Quarz- 
Fritte, so tritt das Prozessgas homogenisiert aus dem Gas- 
auslassring aus, wobei das Stromungsmaximum des Stro- 
mungsprofils auBermittig liegt und zwar versetzt hin zum 
freien Ende des Gaseinlassorganes. Der Rriinimungsradius 
der im Langsschnitt konkaven Leitflache ist an die Stro- 
mungsparameler angepasst. Bei hoheren Volumensstromen 
wird der Rriimmungsradius groBer gewahlt als bei kleineren 
Volumensstromen. Die Langsschnittskontur der Gasleitfla- 
che kann dann insbesondere eine Gerade sein, so dass die 
Gasleitflache insgesamt eine Kegelstumpfform bekommt. 
Um die Gasleitflachenkontur den verschiedenen Prozesspa- 
rametern wie Temperatur und Gesamtstromungsvolumen 
anpassen zu konnen, ist erfindungsgemaB vorgesehen, dass 
der in die Prozesskammer ragende Abschnitt des Gasein- 
lassorgans als Auswechselteil ausgebildet ist. Dieses kann 
mit der Zuleitung verschraubt werden. Es handelt sich dabei 
bevorzugt um ein Quarz-Teil, welches auch Trager des Gas- 
auslassringes ist. Der Gasauslassring besitzt eine von der 
Vorkammerruckwand gebildete kegelstumpfformig oder ro- 
tationshyperboloid-formig gestaltete Gasleitflache, die sich 
stufenfrei an die Zuleitung anschlieBt. Durch den an der 
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Gasleitflache laminar entlangstromenden Gasslrom wird 
eine konvektive Kiihlung erzielt. Durch den im suszeptorna- 
hen Bereich erhohten Austrittsstrom aus dem Gasauslass- 
ring wird zudem ein Spiileffekt erzielt. Bei einem Gallium- 
arsenid-Abscheidungsprozess wird die Temperatur des sus- 5 
zeptornahen Abschnittes des Gaseinlassorgans in einem 
Temperaturfenster zwischen etwa 200°C und etwa 400°C 
gehalten. 

[0007] Ausfiihrungsbeispiele der Erfindungen werden 
nachfolgend anhand beigefiigter Zeichnungen erlautert. Es 10 
zeigen: 

[0008] Fig. 1 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel eines Gas- 
einlassorganes, 

[0009] Fig. 2 einen Schnitt gemiiB der Linie H-II, 
[0010] Fig. 3 einen Schnitt gemiiB der Linie III-IIL 15 
[0011] Fig. 4 einen Schnitt gemaB der Linie IV-IV, 
[0012] Fig. 5 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 
1 und 

[0013] Fig. 6-9 einen Umriistsatz mit verschieden gestal- 
teten Auswechselteilen. 20 
[0014] Das Ausfiihrungsbeipiel gemaB den Fig. 1 bis 5 
stellt einen Ausschnitt aus einem MOCVD-Reaktor dar. Die 
Prozesskammer tragt die Bezugsziffer 1. Sie besitzt einen 
Boden 1' und Decke 1". Der Boden 1' ist die Oberftache ei- 
nes von unten mittels Ilochfrequenz beheizten Suszeptors 25 
16, welcher aus Graphit besteht. 1m Zentrum der zylinder- 
symmetrischen Prozesskammer 1 befindet sich das Gasein- 
lassorgan. Dieses besitzt eine zentrale Zuleitung 2, welche 
in eine zentrale Austrittsoffnung 3 miindet. Diese zentrale 
Austrittsoffnung liegt in einer Stirnseitenkammer des Gas- 30 
einlassorganes. Die Stirnseite ist einem Quarz-Korper 14 
zugeordnet. Dieser besitzt eine kegelstumpfformige Wan- 
dung, die eine Gasleitflache 15 ausbildet filr das aus einer 
peripheren Zuleitung 4 axial ausstromende Gas. Das aus der 
peripheren Zuleitung 4 ausstromende Gas stromt in eine 35 
zwischen Prozesskammerdecke 1" und Prozesskammerbo- 
den 1' angeordnete ringformige Vorkammer 8, deren Riick- 
wand von der Gasleitflache 15 gebildet ist. 
[0015] Die ringformige Vorkammer 8 wird von einem po- 
rosen Gasauslassring 6, welcher als Quarz-Fritte gefertigt 40 
ist, umgeben. Durch diesen Gasauslassring kann das durch 
die periphere Leitung 4 einstromende zweite Prozessgas in 
einem homogenisierten Stromungsprofil austreten. 
[0016] Der Vorkammer 8 ist cine Ringdrosscl 7 mit cincr 
Vielzahl von Durchtrittsoffnungen 9 vorgeordnet. Der Ring- 45 
drossel 7 wiederum ist eine Mischkammer vorgeordnet, in 
welche zwei Gaszuleitungen 5, 5' an den mit den Bezugszif- 
fern 13 bzw. 13' bezeichneten Stellen miinden. 
[0017] Die in Fig. 5 dargestellte Ringdrossel 7 hat zufolge 
ihrer vergroBerten Dicke eine hoher Drosselfunktion. 50 
[0018] Die in den Fig. 6 bis 9 dargestellten Auswechsel- 
teile 14 konnen mittels einer Schraubverbindung 12 mit dem 
oberen Teil des Gaseinlassorganes, welches die zentrale Zu- 
leitung 2 und die periphere Zuleitung 4 ausbildet, ver- 
schraubt werden. Mit diesem oberen Abschnitt ist auch eine 55 
Mutter 11 verschraubt, die eine Platte tragt, welche die Pro- 
zesskammerdecke 1' bildet. Der untere Abschnitt 6' des Gas- 
auslassringes 6 ruht auf einem dunnwandigen radialen Ring- 
vorsprung, der von dem Randabschnitt 10 des Auswechsel- 
teiles 14 gebildet ist. Oben stiitzt sich der Gasauslassring 6 60 
an der besagten Platte bzw. an der Prozesskammerdecke 1' 
ab. 

[0019] Die einzelnen Auswechselteile 14 der Fig. 6 bis 9 
unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Durchmes- 
ser und durch die Forn ihrer Leitflachen voneinander. Die 65 
Leitflachen 15 der Auswechselteile der Fig. 6, 7 und 9 haben 
im Wesentlichen die Form eines Rotationshyperboloiden. In 
der dargestellten Langsschnittebene hat die Konturlinie der 
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Gasleitflache 15 eine konkave Forn, die sich sprungstellen- 
frei an die Wandung der peripheren in Achsrichtung verlau- 
fende Leitung 4 anschlieBt, so dass sich entlang der Gasleit- 
flache 15 keine Wirbel bilden. Die auBerhalb des Gasaus- 
lassringes 6 dargestellten Pfeile deuten das axiale Stro- 
mungsprofil an. Es ist zu erkennen, dass das Maximum die- 
ses Profil dem suszeptornahen Ende 6' des Gasauslassringes 
naher liegt, als dem der Prozesskammerdecke 1' nahen Be- 
reich des Gasauslassringes. Dies hat zurFolge, dass der sus- 
zeptornahe Bereich und damit auch der Randabschnitt 40 
starker konvektiv gekiihlt wird. Die Weite W der Ringkam- 
mer 8 nimmt bei alien Ausfiihrungsbeispielen in axialer 
Richtung von der Decke 1' zum Suszeptor 16 ab. 
[0020] Bei dem in der Fig. 8 dargestellten Ausfiihrungs- 
beispiel besitzt die Konturlinie der Gasleitflache 15 des 
Langsschnittes die Form einer Geraden, so dass die Leitfla- 
che 15 eine Kegelstumpfform besitzt. Diese Form wird bei 
groBen Volumenstromen gewahlt. 

[0021] Der Suszeptor 16 ist von unten mittels einer nicht 
dargestellten Hochfrequenzheizung beheizt. Der Suszeptor 
16 strahlt Warme ab, die den Quarz-Korper 14 des Gasaus- 
lassorganes aufheizt. Durch die zentrale Austrittsoffnung 3 
stromt das aus Arsen oder Phosphin und Wasserstoff beste- 
hende erste Prozessgas. In dem Spalt zwischen dem Quarz- 
Korper 14 und der Oberflache des Suszeptors 16 zerlegt sich 
das durch die Offnung 3 heraustretende Arsen bzw. Phos- 
phin. Die Zerlegungsprodukte werden in Radialrichtung 
weitertransportiert. Aus der peripheren Leitung 4 stromt 
TMG oder oder TMI zusammen mit Wasserstoff als zweites 
Prozessgas zunachst in die Vorkammer 8. Das aus der 
axialen Leitung 4 austretende Gas stromt laminar entlang 
der Leitflache 15 und wird dabei um 90° umgelenkt, Es 
iiberstromt dabei den Randab-schnitt 10. Da das aus der Lei- 
tung 4 stromende Gas nicht vorbeheizt ist, sondern im We- 
sentlichen Raumtemperatur besitzt, hat es gegenuber dem 
Quarz-Korper 14 eine kiihlende Wirkung. Die Warme wird 
dabei iiber die Leitflache 15 aufgenommen. Insbesondere 
dort, wo die Materialstarke des Quarz-Teiles 14 am gering- 
sten ist, namlich im Bereich des Randabschnittes 10 entfal- 
tet der Gasstrom seine groBte Kuhlwirkung. Dieser Bereich 
und insbesondere der dem Randabschnitt 10 benachbarte 
Gasauslassringabschnitt 6' werden deshalb vom Gasstrom 
am starksten gekiihlt. Die Prozesskammerdecke 1' ist unbe- 
hcizt. Dcmzufolgc ware der Bereich 6' des Gasauslassringes 
6 ohne einen kiihlenden Gasstrom am heiBesten, da er dem 
heiBen Suszeptor 16 am nachsten liegt. Zufolge der konvek- 
tiven Kiihlung des aus der Leitung 4 tretenden Prozessgases 
wird der suszeptornahe Bereich 6' des Gasauslassringes 6 
aber auf einer Temperatur gehalten, die im Wesentlichen der 
Temperatur des iibrigen Bereiches des Gasauslassringes 6 
entspricht. Diese Temperatur liegt hoher, als die Kondensa- 
tions- Temperatur des im Spalt zwischen dem Suszeptor 16 
und dem Quarz-Korper 14 gebildeten Arsens oder Phos- 
phors. Die Temperatur ist aber geringer, als die Depositions- 
temperatur der M-V- Verbindung. 

[0022] Die Stromungsparameter sollen so eingestellt wer- 
den, dass der Gasauslassring iiber seine axiale Lange mog- 
lichst eine gleichbleibende Temperatur besitzt. 
[0023] Die Anpassung des Verlaufs der Gasleitflache 15 
an die Prozessparameter erfolgt durch Austausch eines Aus- 
wechselteiles. 

[0024] Alle offenbarten Merkmale sind (fur sich) erfin- 
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird 
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beige- 
fiigten Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) 
vollinhalflich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merk- 
male dieser Unterlagen in Anspriiche vorliegender Anmel- 
dung mit aufzunehmen. 
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Patenlanspriiche 

1. Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kri- 
stallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Sub- 
straten, wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt 5 
voneinander durch ein Gaseinlassorgan oberhalb eines 
beheizten Suszeptors (16) in eine Prozesskammer (1) 
eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste Pro- 
zessgas durch eine zentrale Leitung (2) mit einer zen- 
tralen Austrittsoffnung (3) und das zweite Prozessgas 10 
durch eine dazu periphere Leitung (4) mit von einem 
gasdurchlassigen Gasauslassring (6) gebildeten peri- 
pheren Austrittsoffnung stromt, welcher Gasauslass- 
ring (6) eine ringformige Vorkammer (8) umgibt, da- 
durch gekennzeichnet, dass zufolge einer Kegel- 15 
stumpf- oderRotationshyperboloid-Fonn einer von der 
Vorkammerriickwand (15) gebildeten Gasleitflache der 
dem Suszeptor zugewandte Endabschnitt (6') des Gas- 
auslassringes (6) bzw. der radial auBere Abschnitt der 
die zentrale Austrittsoffnung (3) umgebenden Stirn- 20 
seite des Gasauslassorgans vom zweiten Prozessgas 
gekiihlt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere da- 
nach, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck in der 
Vorkammer (8) zufolge eines porosen Gasauslassrin- 25 
ges (6) groBer ist, als in der Prozesskammer (1). 

3. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kxiimmungsradius der im 
Langsschnitt konkaven Leitflache (15) bei hoheren Vo- 30 
lumen-Gasstromen groBer gewahlt ist. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Maximum des aus dem Gas- 
auslassring (6) tretenden Gasstroms in der Langs- 35 
schnittebene auBermittig hin zum freien Ende (6') ver- 
setzt liegt. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspriiche oder insbesondere danach, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stromungsparameter und die 40 
Langsschnittkonturlinie der Gasleitflache (16) derart 
aufeinander abgestimmt sind, dass die Temperatur des 
dem heiBen Suszeptor (16) benachbarten Abschnitts 
des Gasauslassorgancs grSBcr ist als die Kondcnsati- 
onstemperatur des aus Phosphin oder Arsen pyroly- 45 
tisch zerlegten Arsens bzw. Phosphors und niedriger 
ist, als die Depositionstemperatur von Galliumarsenid 
oder Indiumphosphid. 

6. Gaseinlassorgan fur eine Vorrichtung zum Abschei- 
den von insbesondere kristallinen Schichten auf insbe- 50 
sondere Schichten auf insbesondere kristallinen Sub- 
straten, mittels welchem zwei Prozessgase getrennt 
voneinander oberhalb eines beheizbaren Suszeptors 
(16) in eine Prozesskammer (1) eines Reaktors einleit- 
bar sind, mit einer zentralen Leitung (2) mit zentraler 55 
stirnseitiger Austrittsoffnung (3) fur das erste Prozess- 
gas und mit einer dazu peripheren Leitung (4) mit peri- 
pherer Austrittsoffnung fur das zweite Prozessgas, wel- 
che von einem gasdurchlassigen Gasauslassring (6) ge- 
bildet ist, welcher eine ringformige Vorkammer (8) 60 
umgibt, deren radiale Weite (W) zufolge einer im 
Langsschnitt unparallel zur zentralen Achse verlaufen- 
den Riickwand (15) zum freien Ende (6') des rotations- 
symmetrischen Gasauslassorganes abnimmt, gekenn- 
zeichnet durch eine von der Vorkammerriickwand ge- 65 
bildete kegelstumpfformige oder rotationshyperboloid- 
formige Gasleitflache (15) zum konvektiven Kiihlen 
des suszeptornahen Abschnittes (6') des Gasauslassrin- 



ges (6) miltels des an der Gasleitflache (15) entlang- 
stromenden Gases. 

7. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6 oder insbeson- 
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasaus- 
lassring (6) aus porosem Material besteht und insbe- 
sondere eine Quarz-Fritte ist. 

8. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6 und 7 oder insbe- 
sondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Gas- 
leitflache (15) einem Auswechselteil (14) zugeordnet 
ist. 

9. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7 und 8 oder ins- 
besondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die Gasleitflache (15) stufenfrei der Zuleitung (4) an- 
schlieBt. 

10. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7, 8 und 9 oder 
insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Auswechselteil (14) mit der Zuleitung (2, 4) ver- 
schraubbar oder im Wege eines Bajonettverschlusses 
verbindbar ist. 
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